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Neste projeto de pesquisa foi estudado o impacto dos efeitos da variabilidade
comportamental de fabricagdo dos dispositivos integrados de circuitos de referéncia de tensao do
tipo bandgap e a implementacdo de estratégias de calibracdo que permitissem a correcdo destes
efeitos e consequente aumento de repetibilidade desta classe de circuitos. Tais circuitos sdo de uso
fundamental na implementacdo de uma ampla gama de aplicagdes, com grande valor econ6mico
para a industria de semicondutores, em especial tendo como foco as projecdes de mercado no setor
de loT (internet das coisas), que demanda referéncias de tensdo de baixissimo consumo de poténcia
e baixa tensdo de operacao.

O desenvolvimento deste estudo resultou na implementacdo de uma referéncia de tensao
bandgap que utiliza par diferencial desbalanceado atuando em um TJB (Transistor de Jungdo
Bipolar) ligado como diodo, cujas caracteristicas principais sdo: ndo uso de resistores, baixa poténcia
de operacdo e circuito de trimming integrado para a calibracdo da tensdo de referéncia.

A investigacdo da fonte de referéncia anteriormente mencionada foi simulada usando,
como tecnologia-alvo, o processo de 180nm da X-FAB Silicon Foundries, através da ferramenta
Virtuoso da Cadence Design Systems para simulacdo elétrica de circuitos integrados.

Como resultado, obteve-se um circuito com elevada robustez a varia¢cdo de temperatura.
Dentre as caracteristicas obtidas, destaca-se a poténcia de operagdo de aproximadamente 1,9 uW,
TCde 37,4 ppm e a utilizagao da calibragdo para uma maior repetibilidade do circuito de referéncia.



